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【はじめに】我々は、UHV 高周波マグネトロンスパッタリング法による Al2O3基板上への ZnO 単
結晶層の成長を行ってきた。前回は、a面 Al2O3基板上へ成長した ZnO層の大気アニール処理に関
して報告した。1000 ℃以上でアニール処理した ZnO 層においては、表面の平坦化やバンド端近傍
での PL 発光が見られる一方、膜厚が著しく減少
することや、XRC FWHM 値が増加することが解

った。今回は、a面 Al2O3基板上に膜厚を厚く成長

させた ZnO 層の大気アニール処理を行ったので、
その結晶性や電気的特性について報告する。 
 
【実験方法】ZnO層の成長には、UHV高周波マグ
ネトロンスパッタリング装置を使用し、反応ガス

には Arガス(6-N)を、ターゲットには ZnO焼結体
(5-N)を用いた。また、投入電力を 100 W、成長圧
力を 15 mTorr一定として成長を行った。成長した
ZnO層は、大気中でアニール処理を行い、XRDに
より結晶性を、ホール効果測定により電気的特性

をそれぞれ評価した。 
 
【実験結果】a面Al2O3基板上に成長した膜厚 1 µm
と 4 µmの ZnO層を、それぞれ 1100 ℃でアニール
処理した場合の(0002)面における XRCを図 1に示
す。膜厚 1 µmの ZnO層に比べ、4 µm の ZnO層
をアニール処理したものは、FWHM値が減少して
いることが解る。また、図 2に、膜厚 1 µmと 4 µm
の ZnO層における電子密度のアニール処理温度依
存性を示す。膜厚 1 µm、4 µm共に 700~800 ℃で
は as-grownより電子密度が減少しているが、アニ
ール処理温度の上昇に伴い、電子密度は増加する

傾向を示している。また、何れの温度においても、

1 µmに比べ 4 µmの方が電子密度は低いことが解
る。尚、その他の結果については当日報告する予

定である。 

 
図 1	
 ZnO層の(0002)面における XRC 

 

 

図 2	
 ZnO層の電子密度における 
	
 	
 	
 アニール処理温度依存性 
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